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Siire 120 dakikadir. Tiim sorular yamitlanacaktir. Kendi Not ve Kitaplarimizdan
ararlanabilirsiniz. Puanlama : 1(2 2 (30 ) 1

Yoo

M

= 15 um (a4

I Tim i Tem
0

Vout

Sekil-1. (Soru-1) Sekil-2. (Soru-2)

_I+_VDD ’ml ’m—-l
T3 \:ll*[—t T4_I%

| .+Vo mé :IE—
+Vi1 +Vi2
— e
1 2
I:
M3
-Vss
Sekil-3. (Soru-3) Sekil-4 (Soru-4)

Sorulardaki MOS tranzistorlar i¢cin Vry = 0.5V, Vp = -0.6V, ky' = 4OuA/V2, ky' = 20uA/V2,
AN = 0.0lV'l, Ap = 0.02V! olarak verilmistir.

1. Sekil-1’deki band aralig: referansi devresinde I1 =80pA, 12 = 8uA, T = 300°K’de (oda
sicakligl) Veg: = 0.65V, Vier = 1.24v olarak verilmistir. Q1 ve Q2 es tranzistorlardir.
a- Vi gerilimini veren ifadeyi ¢ikartiniz.
b- Ri, R2 ve R3 direnclerini hesaplayiniz.



a- sistematik dengesizlik olup olmadigini arastiriz.

b- Devredeki NMOS ve PMOS tranzistorlar icin esik gerilimi dengesizligi AVr = 2mV,
eleman boyutlarinin toleranst A(W/L)/(W/L) = %2 olarak verilmistir. Rastgele
dengesizlik gerilimini bulunuz.

c- Devrenin agik cevrim gerilim kazancim, birim kazan¢ band genisligini
hesaplayimiz. Sag yar1 diizlemdeki sifir1 sonsuza kaydiran sifirlama direncinin
degerini bulunuz.

Sekil-3’deki basit CMOS OTA i¢in L1 = L4 = W4 = 5um, W1 = 50um, I = 10pA olarak
verilmistir. Diiglimlerdeki parazitik kapasiteler icin C,, = 0.1 pF, tiim tranzistorlar
icin k; = 0.37 pF (i= 1,2...) olarak verilmistir.
a- OTA’nin egimini, gerilim kazancim ve diigiim direnclerini hesaplayiniz.
b- C. = 5pF yiik kapasitesi icin GBW kazang-band genisligi ¢arpimini, baskin ve
baskin olmayan kutuplar1 hesaplayiniz. SR yiikselme egimini bulunuz.
c- Cr = 10 pF alindiginda, maksimum GBWpas kazang-band genigligini ve bunun
icin gerekli olan (W/L).m oranini hesaplayiniz.
d- Tranzistorlar i¢in esdeger giiriiltii gerilimi
vi =4.62x1077V% | Hz
olarak verildigine gore, kuvvetlendiricinin giris giiriiltii gerilimini veren bagintiy1
yaziniz, giris giiriilti gerilimini hesaplayiniz.
Sekil-4’de yiiksek salinimhi bir akim kaynagi yapisi goriilmektedir. Bu devrede
(W/L)1 = (W/L)2 = (W/L)3, (W/L)4 = (1/4).(W/L)1 olarak verilmistir. Akim
kaynagimin I« = 250pA vermesi ve c¢ikis ucundaki gerilimin minimum degerinin
Voutmin = 0.5V olmasi isteniyor. Tranzistor boyutlari nasil secilmelidir?



